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FV Gunes Pili Karakteristikleri



FV GUNES PILI KARAKTERISTIKLERI

Bir Fotovoltaj guines pilinin elektriksel 6zelliklerini belirlemek icin bu pilin
akim ve geriliminin yukten nasil etkilendigini gozlemek gerekir. Bu amacla
Sekil 3 (a) da verilen baglanti kullanilabilir. Bu sekilde, FV pil paneli seri
bagli bir ampermetre Gzerinden ayarlanabilen bir yliike dogrudan
baglanmistir. GUnun belirli bir saatinde, gtin 15181 ve ortam sicakligindaki
degismelerin ihmal edilebilecek kadar az oldugu kabul edilerek, yuk acik
konumdan uclarinin kisa devre oldugu konuma kadar ayarlanirken,
ampermetre ve voltmetredeki degerler her yik kademesi icin kaydedilip
grafik olarak cizilirse, Sekil de verilen Akim-Gerilim (I-V) karakteristigi elde
edilebilir.
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* FV glnes pili paneli olusturulurken, gerekli cikis gerilimini elde etmek icin
yeterli sayida (mesela Ns adet) pil seri baglanirken, gerekli akimi elde
edebilmek icin de pillerin seri baglanmasiyla meydana gelen yeterli sayida
(mesela Np adet) kol paralel baglanir. Bu durum Sekil (b) de daha acik
olarak verilmektedir. Dolayisiyla, Sekil (a) da verilen FV pil paneli ve
baglanti devresi kullanilarak yapilan élctimler, bu FV pil panelinin akim ve
gerilimini verir. Eger panelin akimi IPANEL, gerilimi de VPANEL ile
gosterilirse, paneli olusturan her bir pilin akim ve gerilimi sirasiyla,
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kullanilarak belirlenebilir.



* Gerek yukarida verilen denklemlerden,
gerekse ilk sekilden anlasilacagi gibi, bir FV
pilin ya da panelin akim ve gerilimden
herhangi biri ya da her ikisi birden sifirken,
cikis gucu de sifirdir. Dolayisiyla cikis giclinidn
degisimi sekilde goraldugu gibi olur.
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* Sekilden anlasilacagi gibi cikis gliici, akim ve gerilimin
belirli degerlerinde maksimum olmaktadir. Birazdan
aciklanacagi gibi bir FV pili ya da panelinin maksimum
cikis glicu, tUzerine gelen gunisigl seviyesi ve calisma
sicakligina bagli olarak degisir. Dolayisiyla kurulan ve
isletilen bir FV pil panelinden daha verimli bir sekilde
faydalanmak icin, o panelin ¢ikis glicini mumkuin olan
maksimum degerinde tutmak gerekir.

* FV pilin sekilde verilen |-V ve P-V karakteristikleri 20 o C
lik calisma sicakligi ve 80 mW/cm?2 lik giinisigi siddeti
(glines radyasyonu seviyesi) varken elde edilen
karakteristiklerdir. Calisma sicakligi ya da glinisigi
siddeti degistikce bu karakteristiklerin bicimleri ayni
kalacak sekilde akim, gerilim ve dolayisiyla guc¢
degerleri de degisir.



e Calisma sicakhigindaki degisimlerin I-V ve P-V
karakteristikleri nasil etkiledikleri Sekil 1 (a) ve (b) de,
gunisigl siddetindeki degisimlerin |-V ve P-V
karakteristikleri nasil etkiledikleri ise Sekil 2 (a) ve (b)
de verilmistir. Sekil 1 (a) dan gorulecegi gibi, calisma
sicakliginin artmasi FV pilin ¢ikis gerilimini olumsuz
yonde etkilemektedir. Sicakligin artmasindan akim da
etkilenmektedir. Ancak sicaklikdaki degisimin asil etkisi
pilin cikis gerilimi Gzerinde gorilmektedir. Ortam
sicakliginin yuksek olmasi, pilin calisma sicakligini da
vukselteceginden, giines enerjisinin termik
uygulamalarinin aksine, FV piller icin soguk ortamlar
daha uygundur. Benzer etki, Sekil 1 (b) de, FV pilin ¢ikis
glcunde de gorilmektedir. Gerilimdeki azalma
dogrudan dogruya guce yansidigindan, calisma
sicakligindaki artis cikis gliciinu de olumsuz yonde
etkiler.



e Sekil 1

e Sekil 2
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* GuUnisigl siddetinde meydana gelen artislar,
Sekil 2 (a) da verildigi gibi FV pilin cikis akimini
olumlu yonde etkilemektedir. Isik siddetinin
akimda meydana getirdigi bu artis, sicakligin
meydana getirdigi artisa gore oldukca
yuksektir. Isik siddetindeki artis hem pil cikis
akiminda hem de pil cikis geriliminde bir artisa
neden olmaktadir. Ancak gerilimdeki artis,
akimdaki artisa gore daha ktcuktur. Sekil 2 (b)
den de gorullecegi gibi, 1sik siddeti arttikca FV
pilin ¢ikis glict de artmaktadir. Glcteki bu
artisin kaynagi, anlasilacagi gibi hem akimdaki
hem de gerilimdeki artistan
kaynaklanmaktadir.



Verilen bu karakteristikler incelendiginde su sonuca varmak
mumkunddir: FV glunes pillerinin performansi, 1sik siddeti yiksek
sicakligr distuk ortamlarda daha iyidir. Bu sonug Sekil 3 de verilen
grafiklerden acikca anlasiimaktadir. Bu sekilde verilen grafikler, FV
pil cikis giciintn farkh calisma sicakligi ve giinisigi siddetleri icin
elde edilen maksimum degerleri ile bu maksimum glice karsilik
gelen akim ve gerilim degerlerini temsil etmektedirler. Gorulecegi
gibi calisma sicakligi arttikca FV pilin maksimum ¢ikis glici ve P-V
karakteristiginde bu glce karsilik disen gerilimi azaltmaktadir.
Benzer sekilde, 1sik siddeti, ya da giines radyasyonu seviyesi arttikca
FV pilin maksimum c¢ikis giici de artmaktadir. Ancak isik siddeti
arttikca, maksimum cikis gicinin yani sira, hem bu glice karsilik
gelen pil akimi hem de pil gerilimi artar. Sekil 3 (a) ve (b) de FV pilin
maksimum glicline karsilik gelen akim degerlerinin sicaklik ve 1sik
siddetiyle arttigi gortulmektedir. Sicaklgin akimda meydana getirdigi
bu artis oldukca az iken, isik siddetinin meydana getirdigi artis daha
belirgindir. Maksimum cikis glici Pm ve bu guce karsilik gelen
gerilim Vm ile akim Im, Sekil 3 de birim degerler (per units - pu)
turtiinden verilmistir. Gercek gerilim, akim ve guc¢ degerleri, ilgili
taban degerlere bolinerek bu degerler elde edilmislerdir. S6z
konusu taban degerler sekil tzerinde her bir buylklik icin ayri ayri
verilmektedir. Bu degerleri gercek degerlerine donistirmek icin
verilen ilgili taban deger ile carpmak gerekir.
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Verilen bu egriler FV pilin imalatinda kullanilan yariiletken malzemenin
turutine, sicaklik ve i1sik siddetindeki degisimlerin miktarina gore biraz
degisebilirler. Ancak genel anlamda |-V ve P-V karakteristikler Sekil 1, 2 ve
3 de verilen 6zelliklere sahiptirler. FV pil karakteristiklerinde, pil ¢ikis
geriliminin artan sicakliklarda daha az oldugu goruldi. Bunun nedeni,
sicakligin pil kayiplarini artirmasidir. Sicaklik arttikca P-N birlesim noktasi
kayiplari da artar. Bu kayiplar pilde 1siya donusturilerek harcanir. Bu
nedenle FV piller modellenirken, esdeger devrelerine seri-paralel
direncler eklenir. Eger pil modelindeki seri direnc¢ degeri yuksekse bu
direncte meydana gelen gerilim distimu de ylksek olur ve pil cikis
gerilimi azalir. Pilin soguk bir ortamda bulunmasi, 1Isinmasini
azaltacagindan, gerilimdeki disusi de azaltir. Pil ¢cikis akimindaki azalma
ise, pil modelinde paralel bir direncle temsil edilir.
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